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摘要(译)

本发明提供一种有源矩阵有机电致发光显示器件、显示装置及其制作方
法，所述有源矩阵有机电致发光显示器件包括衬底基板和形成于所述衬
底基板上的多个像素单元，所述像素单元包括驱动区域和发光区域，所
述驱动区域布置有至少两个薄膜晶体管；所述发光区域布置有通过所述
薄膜晶体管驱动的有机电致发光结构；所述薄膜晶体管为顶栅极结构，
包括：形成于所述衬底基板上的有源层；形成于所述有源层的远离所述
衬底基板一侧的源、漏极；形成于所述源、漏极的远离所述有源层一
侧，并覆盖整个所述驱动区域和所述发光区域的钝化层；形成于所述钝
化层的远离所述源、漏极一侧的栅极。本发明有源矩阵有机电致发光显
示器件提高薄膜晶体管导电性能，减少工艺制程。
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